Tema 6: Dispositius Electronics

Diodes d'unio.
Transistors.

Fotoemissors.
Fotodetectors.
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6.1. Diodes d'unio (I): equilibri
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6.1. Diodes d'unio (II): polaritzacio

e Polaritzacio directa
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6.1. Diodes d'unio (III): caracteristica I-V

e Excés de portadors als extrems de la zona d'esgotament:
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e Caracteristica I(V) d'un diode ideal:
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e Simbol del diode:
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6.1. Diodes d'unio (IV): diodes Zener
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e Ruptura del diode: T e
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e Factor d'idealitat: 1<n<2
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6.2. Transistors (I): d’unio bipolar (BJT)
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e Funcionament com a amplificador:
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e Estructura:
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6.2. Transistors (II): d’efecte de camp (FET)

e MOSFET: metall-0xid-semiconductor FET
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6.3. Fotoemissors (I): diodes emissors de [lum
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e Luminiscencia per injeccid: L
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e Mecanismes de recombinacio radiativa:

> Transicions directes entre bandes (e.g. GaAs)

» Recombinacions a impureses

» Recombinacions d’excitons
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6.3. Fotoemissors (II): diodes laser
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e Transicions radiatives en unions fortament dopades:

e Estructura d'un laser de semiconductor
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6.4. Fotodetectors
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e Detectors fotoconductius:
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e Polaritzem en sentit directe un diode amb el circuit
de la figura. A mesura que anem augmentant la
tensié subministrada per la pila,

a) Augmenten continuament tant I com V.

b) Augmenta V,, mentre que I roman aprox. constant.
c) Augmenta I, mentre que V, roman aprox. constant.
d) Tant I com V4 romanen aproximadament constants.
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